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我々は、これまでに有機非線形光学結晶 DAST (4-dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium tosylate)

を用いて高効率かつ超広帯域差周波テラヘルツ波光源を開発してきた[1]。また、高入出力時にお

ける DAST 結晶の耐光損傷閾値の向上には、尖頭値の高い励起光源が有効であることを示してき

た[2]。本研究では、光注入型サブナノ秒光パラメトリック発生器を励起光源とする高出力テラヘ

ルツ波光源を提案する。 

光パラメトリック発生器の構築には、光源として縦単一モード Nd:YAG レーザーの出力(波長

1064nm，パルスエネルギー0.5mJ/pulse, パルス幅:0.6ns)を用い、更にその出力を Nd:YAG 光増幅器

を用いて 33mJ まで増幅した。励起光の波長 532nm を得るため、LBO 結晶(3×3×15mm)を用いて

第二高調波を発生させた。 

光注入は、光パラメトリック発生におけるアイドラー光に対して行い、外部共振型半導体レー

ザーの出力(CW, 6mW, 1280-1330nm)を半導体光増幅器で 40mWまで増幅した光を注入光として用

いた。直列に配置した 2 個のKTP結晶(5×10×27mm)に励起光と注入光を入射し、狭線幅なアイド

ラー光を発生させた。構築した光パラメトリック光源

はKTP結晶の角度位相整合条件と注入光の波長を制御

することによってOバンド帯を網羅する波長可変性を

有する。図 1 に波長 1300nmのアイドラー光を発生させ

た際の入出力特性を示す。結果として、出力の尖頭値

は、従来のナノ秒パルスレーザーを用いた場合の 20 倍

に相当する 2.5MWが得られた。この結果をもとに、

DAST差周波テラヘルツ波発生に関する試算を行うと、

1-10THzで 10-4
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の高い変換効率が得られる。当日は広帯

域kW出力テラヘルツ波光源を実現するための設計、実験

光学系に関して、その詳細を報告する。 
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図 1．光パラメトリック発生器の入出力特
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